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RESUMEN

“Be- reportan los primercos Laser semiconductores obtenldos en . nuestro palsé*
sobre la base de dobles heterojunturas de GaAs-Al Ga1 As, par el método

epitaxial de la fase liquida.

=

Se’ desarrollan los métodos de evalua016n ¥ caxacterlza01én de algunos

parémetros ae estos dlSpOSlthOS.

Los resultados obt‘nldos c'”cuerdan ‘con los reportados en la literatura,

-destacéndose las corrlenteslde,umbral por debajo del KA/cm? ~en los disposi-
.t1vos obtenldos con las estructuras (DHCS)

N ”‘F'R"‘O puccionN

Los laser semiconductores tlenen en nuestros dias una gran ap]1cac1én
como fuente de luz para.las 1fneas de comunicacién por fibra optlca Lds

'propledades exclu51vas de las heterOJunturas de Gahs- Al Ga. As, han permi-

. 1-x _
tido- obtener laser con- eorrlentes de umbral minlmas ya que on ellas puede"

.lograrse un conflnamlento de la luz y los portadores

En el presente trabajo se estudlan dos tipos ‘de’” estructuras Uria éé”uﬁa

doble heterOJuntura (DH) conven01onal y la otra &5 Ta denomlnada ‘dokle heto'

",r03untura con conflnamlento separado {DHCS}

-~ Se presentan los estudlos prellmlnares de los dlSpOSlthOS obtenldcs con
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estas estructuras, como son las caracteristicas I-V, la densidad de corrien .

te de umbral, la potencia luminosa y la eficiencia cudntica diferencial.

OBTENCION DE LOS DISPOSITIVOS

Ccmo es conocido, en laser hechos sobre la base GaAs-AlGahAs, pueden obte
nerse corrientes de umbral menores, empleando la estructura con cavidad Spa-
tica ancha. En nuestro laboratorio_fueron crecidas estructuras de ambos
tipos, utilizando el m&todo epitaxial de la fase ligquida con enfriamiento

forzado.

El crecimiento fue realizado en un bote de grafito de pistén, en atmbs-

fera de hidré&geno purc. Sc emplearon sustratos de GaAs orientados en la

direccidén (100), dopados con Sn y Te, a una concecntracidén de donores

Nd 1018 cm_3. La temperatura de inicio del crecimiento fue de 740°C vy la

velocidad de enfriamiento de 0,8°C/min. En todos los casos sc crecid una

H

capa buffer de GahAs.n. qg?;)“‘ comet .::Mt . .u_ﬁ'i} T

Sobre la capa buffer Se crecieron una o dos ca;as de Al Ga]vgﬁé; ségﬁn

el tipo: de estructura._La cantldad de aluminio calculada c¢n .los fuhdidoé{fﬂ'
correspondlé a una comp051c16n X de Al de 0,4 yv 0,25 en la fase s6lida,

segfin el orden de la capa en .cada una de las cstructuras. A cont1nuac1on sC -

crecid la zona activa de GaAs a 655°C vy de QSPASor submlcrénlco. qobrc ostos:

se repitieron las capas de Aleal—xAs similarcs a las descritas, pero dopa-
das con Ge y por Gltimo sc crecidé una capa de contacto p-Gans (Ge) con -
A 18 -3

Na = 10 cm -,

st

En la figura 1, se dan los datos referentes al tlpo de 1mpurczas—ut1112a

das y los espesores de las capas en las estructuras.

En la figura 2 se muestran las fotos de las estructuras obtenidas con
microscopio metalogrdfico Neophot-2. o o N

‘Posteriormente, se procedié a rebajar el suStrato.hééta'un‘cspCSOr:dé'
" 100'umj y se depositaron los contactos quimicamente, de Au Cn'unos"r'a
casos Y Ag en otros. Sobre ellos se dcﬁosité,'eléétfolitic&mcnto Ni'y sc
dio tratamiento térmicé a-450°C, en atmésfera de hidrdgeno, despuls de. lo
cual sé dépbgité otré’ééba de Ni. - o

Los diodos fueron obtenidos clivandqﬂlas estructuras.

CARACTERIZACION DE LOS DISPOSiTEVOS ﬁi

 Se estudlaron las dependenc1as I-V de’Los disgositives, las ‘corricntcs
de umbral, se elevd la pqtenglauLumlnqsa.en=e1 punto de cxplotacidn.y. la

eficienciaacuéntica diferenciall,

Las dependenc1as I1-v fueron obtenidas medlante un caracterlografo v un
osc;loscoplo '

.].(J .



o Medlcldn de la corrlente de umbral-

La densidad de corriente de- umbral (Jth) &s una de las caracteristlcas

les de un laser de 1nyecc16n._Los dispositivo
vra una frecuen01a de repe

o 9D-24K

‘fundamenta s fueron alimentados

gon pulsos de corr:.ente de una duracuén de 0,2 us
-tlcién de 500 Hz." Como detector fue utxllzado un,fotodlodo del tip
pelarlzado en inversa. y cuyo dlémetro ‘eéra de 1 cm. Medlante uria resistencia
de 100 9 conectada en ser;e al. fotodlodo, se
variando. la corrlente de allmentac16n

media el voltaje on un oscilos

;ceplo. (I ) de los dlsp051t1vos, se

ebtuv1eron dlstlntos valores de corrlente en
(mA) Vs J(A/cm ) :ua dcn51dad de .

el fotodlodo (Ifot)

Se construyeron 1as dependenc1as If "
ene extrapolando a cero 1a,rccta gue aparcce

“nte de 1nyQCCLén. A partir

i

1carr1ente de umbral J., se obti
_1,aumentar bruscamente la emlsxﬁn con la ‘COFT

ﬁe_estos resultados y conoclendo la respuesta del fotodlodo, a la. longi-
fue posible obtener la potenc1a de los

_tud de: onda de emlslén de los laser,

lispositivos.

-RESULTADOS

Se estudlaron cr

ec1m1entos con y sin cav1dad éptlca ancha.

1 caso. de las estructuras sin cavidad 6pt1ca anchay, los mejorcs resul

En e
En la tabla (1) se reportan

tados fueron obtenldos de ia estructura PR-16.
arriente de umbral para varios dlSpOSlthOS de es

va en esta tabla, los valores de J th canguerdan con
ados en la literatura para os flgp de estruc

las ﬂenslﬂades de c te cre-

clmlento Como se obser
buenos ‘valores tipicos report

“tura. . _ L
En las eStructuras con confinamiento, qeuarado, Ios mﬂgexes resultados s¢C

De. esta estructura fueron. caracterizados
las ga aeteristlcas 1-V se obtuvo para la
4,©s~ienian un voltaije correspondiente

ca corriente de fuga en la juntu

‘ obtuv1eron en el crecimiento PR-18.
"30 dispositivos. Bu. la med1c16n de
rama 1nversa, queflas me]ares dlSpQSlt
a. -l mA era de 1 V. lo que lndlca que hay PO

. ra. .
En ‘1a flgura (3) se. muestran las curvas Iy, 4~ -vs J, para alqunos laser dc

ieste crec1m1ento. En la tabla 2, se muestran las den51dades de corrlente de

_umbral obtenldas para estos dlsp051t1vos.
e los taser a-la’ corrlente de explotac16n
rbral. En.. los. resultados obteni

. Tamblén fue . medlda la potenC1a d
gue- esvl 2 veces mayor que la eex;:enteAde 8!

.das se destacan algunas muestras con valores de varlas decenas de Mx(bﬂﬂa N

-Para .un conjunto de - d;SpGSlthOS de reste cre01m1ento fue medlda la efi-

giencia cuéﬁtxca glferenc1al “destacandese-
'chal cerresponde a. ;os resultados reportados e

_dispositives cen Np= 30% lo .
n la literatura para estas .




" Tabla 1. Valores dé Jth ] s
“del crecimiento PR-16 -

| ..Tabla.2..Valores, obteridos con el crocimiento:PR=18

(DICS)




|probo POTENCIA {mwy_

LS o 17'
7 "T__ _ w:23 o _ DlSpOSlthOb(xm losrmgores
: : regultados de 1la potencia

Tabla 3

M
M
M9 o 34 - #:% luminosa. Los 1l4seres se
L 14 . .28 . N alimentaron con pulsos de

. e _ IR I corrienté con un valor de
L 15 o 21,73 . 1,2, Ith,cuya duraci6n fue

: - 3 o de 0,5ps a- una frecuenc1a

L-20 16 - ) s
- - | o ‘de 500 Hy.
L

21 65,21

i Tabla 4. ' o " pTopo - o Nd (%) |

_Méjo:es resultados obténidos . : ~ L'15 5”5754"=_53719-
para la eficiencia cuéntica ' ’ 266

.. .diferencial. Crecimiento ERES R IR A
“PR-18. : - L

CONCLUSTONES -

gTQerqn_obtenidf

se¥ sgmﬁconauctores
de doble heterojun :

- Se puéb a punt
'GaAs-Al Ga AS PG
abordar la elebor;
.convenc1onal (DH}

;ﬁiples de

sto permitié

untura dobléQ

Se desarnollar

fparémetros de est
f;de umbral potenc_




- e — w— e

Ela
L
[-

Fle.i

I-n . Ga As (Te) ESPESOR 10Qum
2.n Al _Ga,  As (Te)x=40% ESPESOR 2 pum

3-n _ Al Ga As (Telx=25% i 05
4_p - Ga As n 0,3
5_p_All Ga“ As (Ge)lx =25 % n 0,3
6-p _ Al Ga, L As (Gelx =40 % n i5
7-p _ Ga As (Ge) il 3
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